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(54) Verfahren zur Verhinderung unerwünschter Programmierungen in einer MRAM-Anordnung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verhin-
derung unerwünschter Programmierungen in einer

MRAM-Anordnung, bei dem durch Kompensationsströ-
me Kompensationsmagnetfelder erzeugt werden, wel-
che Streumagnetfeldern entgegenwirken.
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